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り、ESCA による深さ方向分析において熱処理による Ge の酸化の影響はほとんど無い事
が分かった。更に Raman 分光測定結果でナノクリスタル特有のブロードなピークが得ら
れ、この凹凸は Ge ナノクリスタル単層膜と判断した。 
 次に、前述の方法と MBE 法により作製した Ge ナノクリスタル単層膜上に RF スパッ
タリング法を用いて Si のみの堆積と SiO2＋Si を堆積し熱酸化する事で Ge を酸化膜中へ





来なかった。また、MBE 法で作製した Ge なのクリスタルを用いた試料では、＋12V を
印加した時に電子注入によるフラットバンド電圧シフトを確認し、＋18V の時最大のシフ
ト量を得た。更に電圧を高くするとになり＋25V でシフトはほとんど無くなった。この原
因は 18V より高い電圧をかけると電流リークが大きくなる為だと考えられる。以上より、
本研究によりMBE法で作製した試料において埋め込み、電子注入を実現する事が出来た。 
 
